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[57]申請專利範圍
1.　一種靜電放電防護裝置，包括：一基底，具有一第一導電型；一第一井區，具有一第二
導電型，並形成於該基底之中；一第二井區，具有該第二導電型，並形成於該基底之

中；一第一擴散區，具有一第三導電型，並形成於該第一井區之中；一第一本體，具有

該第一導電型，並形成於該基底、該第一及第二井區之中；一第二擴散區，具有該第三

導電型，並形成於該第一本體之中；一第一閘極，用以控制該第一擴散區與該第一本體

之電性連接，其中該第一、第二擴散區及該第一閘極構成一第一電晶體；一第三擴散

區，具有一第四導電型，並形成於該第一本體之中；一第四擴散區，具有該第四導電

型，並形成於該第二井區之中；以及一第二閘極，用以控制該第三與第四擴散區之電性

連接，其中該第三、第四擴散區及該第二閘極構成一第二電晶體。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，其中該第一及第三導電型為 P型，該
第二及第四導電型為 N型。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之靜電放電防護裝置，其中該第一擴散區、該第一井區、該
第一本體以及該第三擴散區構成一第一矽控整流器。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之靜電放電防護裝置，更包括：一第三井區，具有該第二導
電型，並形成於該基底之中；一第五擴散區，具有該第三導電型，並形成於該第三井區

之中；一第二本體，具有該第一導電型，並形成於該第三井區之中；一第六擴散區，具

有該第三導電型，並形成於該第二本體之中；以及一第三閘極，用以控制該第五擴散區

與該第二本體之電性連接，其中該第五、第六擴散區及該第三閘極構成一第三電晶體。
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5.　如申請專利範圍第 4項所述之靜電放電防護裝置，更包括：一第七擴散區，具有該第四
導電型，並形成於該第二本體之中，該第五擴散區、該第三井區、該第二本體以及該第

七擴散區構成一第二矽控整流器；以及一第八擴散區，具有該第三導電型，並形成於該

第二本體之中。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，其中該第一及第四導電型為 P型，該
第二及第三導電型為 N型。

7.　如申請專利範圍第 6項所述之靜電放電防護裝置，更包括：一第五擴散區，具有該第四
導電型，並形成於該第一井區之中；一第六擴散區，具有該第三導電型，並形成於該第

一本體之中，該第五擴散區，該第一井區、該第一本體及該第六擴散區構成一第一矽控

整流器；一第七擴散區，具有該第四導電型，並形成於該第一本體之中；以及一第八擴

散區，具有該第三導電型，並形成於該第一井區之中。

8.　如申請專利範圍第 6項所述之靜電放電防護裝置，更包括：一第五擴散區，具有該第四
導電型，並形成於該第一井區之中，該第五擴散區，該第一井區、該第一本體及該第二

擴散區構成一第一矽控整流器。

9.　如申請專利範圍第 8項所述之靜電放電防護裝置，更包括：一第三井區，具有該第二導
電型，並形成於該基底之中；一第六擴散區，具有該第三導電型，並形成於該第三井區

之中；一第二本體，具有該第一導電型，並形成於該第三井區之中；一第七擴散區，具

有該第三導電型，並形成於該第二本體之中；以及一第三閘極，用以控制該第六擴散區

與該第二本體之電性連接，其中該第六、第七擴散區及該第三閘極構成一第三電晶體。

10.   如申請專利範圍第 9項所述之靜電放電防護裝置，更包括：一第八擴散區，具有該第四
導電型，並形成於該第三井區之中，該第八擴散區、該第三井區、該第二本體以及該第

七擴散區構成一第二矽控整流器。

11.   一種靜電放電防護電路，包括：一如申請專利範圍第 3項所述之靜電放電防護裝置，其
中該第一擴散區耦接到一第一電源線，該第三擴散區耦接到一第二電源線，該第二擴散

區耦接該第四擴散區，該第一閘極耦接該第二閘極；一電阻，耦接於該第一電源線與該

第一閘極之間；以及一電容，耦接於該第一閘極與該第二電源線之間。

12.   一種靜電放電防護電路，包括：一如申請專利範圍第 5項所述之靜電放電防護裝置，其
中該第五擴散區耦接一第一電源線，該第六擴散區耦接該第四擴散區，該第七擴散區耦

接該第一擴散區，該第三擴散區耦接一第二電源線，該第一、第二及第三閘極耦接在一

起；一電阻，耦接於該第一電源線與該第一閘極之間；以及一電容，耦接於該第一閘極

與該第二電源線之間。

13.   一種靜電放電防護電路，包括：一如申請專利範圍第 7項所述之靜電放電防護裝置，其
中該第一及第五擴散區耦接到一第一電源線，該第三及第六擴散區耦接到一第二電源

線，該第一閘極耦接該第二閘極；一電容，耦接於該第一電源線與該第一閘極之間；以

及一電阻，耦接於該第一閘極與該第二電源線之間。

14.   一種靜電放電防護電路，包括：一如申請專利範圍第 10項所述之靜電放電防護裝置，其
中該第六及第八擴散區耦接一第一電源線，該第七擴散區耦接該第一及第五擴散區，該

第三擴散區耦接該第四擴散區，該第二擴散區耦接一第二電源線，該第一、第二及第三

閘極耦接在一起；一電容，耦接於該第一電源線與該第一閘極之間；以及一電阻，耦接

於該第一閘極與該第二電源線之間。

15.   如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，更包括：一第五擴散區，具有該第四
導電型，並形成於該第一井區之中，用以定義該第一井區之電位。

16.   如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，更包括：一第五擴散區，具有該第四
導電型，並形成於該第二井區之中，並圍繞該第四擴散區，該第五擴散區的雜質摻雜濃

(2)
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度小於該第四擴散區的雜質摻雜濃度，該第五擴散區的雜質摻雜濃度大於該第二井區的

雜質摻雜濃度。

圖式簡單說明

第 1A、2A、3A及 4A圖為本發明之靜電放電防護電路之部分結構示意圖。
第 1B、2B、3B、4B圖為第 1A、2A、3A及 4A圖之等效電路圖。

(3)
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(4)
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(5)
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